Optimisation de la mesure de capacité electrique locale absolue
par microscopie a force atomique a sonde conductrice
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DISPOSITIF EXPERIMENTAL
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Pour accéder a Rx et Cx, une tension sinusoidale d’amplitude V. est appliquée a ce systéme ; le Capascope associé a une détection synchrone :
permettent la constitution d’images de module et de phase par I’Unité de contrdle et d’acquisition AFM.

Les images de Résistance et Capacité finales sont obtenues par post-traitement Matlab.
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PERSPECTIVES

+ Etude de la capacité d’environnement afin d’en définir un comportement type (essais en atmosphere controlée).
+ Elaboration de sondes spécifiques adaptées a ce type de mesures.

+ Valorisation du module avec la société CSI (subvention Centre Francilien d’Innovation / OSEO)




